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【手続補正書】
【提出日】平成28年6月20日(2016.6.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持基板上に剥離層を形成する工程と、
　前記剥離層上に平坦化膜を形成する工程と、
　前記剥離層および前記平坦化膜に対して第１の加熱処理を行うことで、前記支持基板上
に形成された膜に応力変化を生じさせる工程と、を経て作製した第１の基板と、
　半導体基板上に絶縁膜を形成する工程と、
　前記半導体基板中に脆化領域を形成する工程と、を経て作製した第２の基板を、前記平
坦化膜と前記絶縁膜が対向する状態に貼り合わせ、
　前記第１の基板および前記第２の基板に対して第２の加熱処理を行い、
　前記第１の基板と前記第２の基板を分離することで、前記脆化領域を界面として前記半
導体基板から分離した半導体薄膜を、前記絶縁膜を挟んで前記第１の基板上に形成するこ
とを特徴とする、機能性基板の作製方法。
【請求項２】
　前記第１の加熱処理の温度が前記第２の加熱処理の温度以上である、請求項１に記載の
機能性基板の作製方法。
【請求項３】
　支持基板上に剥離層を形成する工程と、
　前記剥離層上に平坦化膜を形成する工程と、
　前記剥離層および前記平坦化膜に対して室温以上かつ前記支持基板の耐熱温度未満で第
１の加熱処理を行うことで、前記支持基板上に形成された膜に応力変化を生じさせる工程
と、を経て作製した第１の基板と、
　半導体基板上に絶縁膜を形成する工程と、
　前記半導体基板中に脆化領域を形成する工程と、を経て作製した第２の基板を、前記平
坦化膜と前記絶縁膜が対向する状態に貼り合わせ、
　前記第１の基板および前記第２の基板に対して第２の加熱処理を行い、
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　前記第１の基板と前記第２の基板を分離することで、前記脆化領域を界面として前記半
導体基板から分離した半導体薄膜を、前記絶縁膜を挟んで前記第１の基板上に形成し、
　前記半導体薄膜を半導体層として用いたトランジスタを複数含む半導体回路を形成し、
　前記半導体回路上に固定基板を貼り合わせ、
　前記固定基板と前記支持基板を分離することで、前記剥離層を界面として前記支持基板
から分離した前記半導体回路を前記固定基板上に形成することを特徴とする、半導体装置
の作製方法。
【請求項４】
　支持基板上に剥離層を形成する工程と、
　前記剥離層上に平坦化膜を形成する工程と、
　前記剥離層および前記平坦化膜に対して室温以上かつ前記支持基板の耐熱温度未満で第
１の加熱処理を行うことで、前記支持基板上に形成された膜に応力変化を生じさせる工程
と、を経て作製した第１の基板と、
　半導体基板上に絶縁膜を形成する工程と、
　前記半導体基板中に脆化領域を形成する工程と、を経て作製した第２の基板を、前記平
坦化膜と前記絶縁膜が対向する状態に貼り合わせ、
　前記第１の基板および前記第２の基板に対して第２の加熱処理を行い、
　前記第１の基板と前記第２の基板を分離することで、前記脆化領域を界面として前記半
導体基板から分離した半導体薄膜を、前記絶縁膜を挟んで前記第１の基板上に形成し、
　前記半導体薄膜を半導体層として用いたトランジスタを複数含む半導体回路を形成し、
　前記半導体回路上に仮固定基板を貼り合わせ、
　前記仮固定基板と前記支持基板を分離することで、前記剥離層を界面として前記支持基
板から分離した前記半導体回路を前記仮固定基板上に形成し、
　前記半導体回路を挟んで前記仮固定基板と対向する面に固定基板を貼り合わせた後に前
記仮固定基板を剥がすことで、前記半導体回路を前記固定基板上に形成することを特徴と
する、半導体装置の作製方法。
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